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１．概要（Summary） 

グラフェンには，分子吸着によりフェルミ準位が変化す

る特性があり，グラフェンをチャネル材料として用いたグラ

フェン電界効果トランジスタのガスセンサへの応用が研究

されている[1]．今回，東京大学微細加工プラットフォーム

の高速大面積電子線描画装置を使用してフォトマスクを

作製し，フォトリソグラフィによってグラフェン電界効果トラ

ンジスタの作製を目指した． 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
高速大面積電子線描画装置 
 
【実験方法】 

グラフェン電界効果トランジスタの電極パターンとチャ

ネルパターンをフォトリソグラフィで作製するために，高速

大面積電子線描画装置(ADVANTEST F5112+VD01)
を利用して，それぞれのパターンのフォトマスクを作製し

た．チャネルは，幅 50 µm，長さ 210 µm となるように設計

を行なった． 
フォトマスク作製後，自研究室でフォトレジスト(OAP・

AZ5214E)をグラフェンプラットフォーム社製の単層 CVD
グラフェン基板上に塗布した後，マスクアライナーを用い

て露光を行い，電極パターン・チャネルパターンの形成を

行なった．その後，電極はCr: 3 nm，Au: 80 nmを用い，

それぞれ電子ビーム蒸着法で堆積することで形成し，グラ

フェンチャネルは酸素プラズマでチャネル部分以外のグ

ラフェンをエッチングすることで形成した． 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
作製したグラフェン電界効果トランジスタの光学顕微鏡

像を Fig. 1 に示す．チャネル部分の幅が 50 µm，長さが

210 µm となっており，フォトマスクで設計した通りのチャネ

ル形状を持つグラフェン電界効果トランジスタの作製に成

功した． 
 

 
４．その他・特記事項（Others） 
・参考文献: [1] T. Wang et al., Nano-Micro Lett., 8, 95 
(2016). 
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Fig. 1: Magnified image of the graphene channel. 


